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У біобібліографічному покажчику висвітлено життєвий і творчий 

шлях відомого українського науковця, доктора фізико-математичних наук, 

професора кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики імені 

А. В. Свідзинського Волинського національного університету імені Лесі 

Українки – Сергія Анатолійовича Федосова. 

Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 

1993 до 2020 рр., а також біографічну довідку.  

Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними 

стандартами. 

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів. 
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ВІД УПОРЯДНИКА 

Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності доктора 

фізико-математичних наук, професора кафедри теоретичної та комп’ютерної 

фізики імені А. В. Свідзинського Волинського національного університету імені 

Лесі Українки – Сергію Анатолійовичу Федосову. 

Посібник містить біографічну довідку, хронологічний покажчик наукових 

праць, перелік дисертацій, захищених під керівництвом науковця, опонування, 

довідково-допоміжний апарат. 

Хронологічний покажчик наукових праць професора С. А. Федосова 

представлено в другому розділі покажчика. Він включає бібліографічні 

відомості про автореферати та дисертацій, монографії, навчально-методичні 

видання, практикуми, задачі, статті у продовжуваних, періодичних та 

неперіодичних виданнях, доповіді на наукових конференціях та семінарах та 

інші публікації, які розкривають аспекти діяльності науковця з 1993 до 2020 

року. Бібліографія нараховує більше 200 публікацій. 

Перелік дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата, захищених 

під науковим керівництвом С. А. Федосова вміщено в третьому розділі 

покажчика.  

Четвертий розділ містить дисертації з офіційним опонуванням професора. 

У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 

порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, 

після бібліографічного опису документа.  

Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі записи 

мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використовується система 

допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та алфавітний 

покажчик назв праць науковця.  

Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 

Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику 

подаються відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 

«Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. 



5 

Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 

7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках в библиографическом описании». 

При відборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 

бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки, електронні фонди Національної бібліотеки 

України ім. В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек України. 
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І. БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 
Сергій Анатолійович Федосов народився 2 травня 1971 р. у м. Луцьк, 

Волинська область, УССР. Закінчив в 1988 р. середню школу № 11 м. Луцька. 

У 1993 р. закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі 

Українки за спеціальністю «Фізика і математика».  

Працював з вересня 1993 до жовтня 1995 р. на посаді інженера II-ої 

категорії науково-дослідної лабораторії № 6 «Фізики напівпровідників» 

кафедри фізики твердого тіла, займався дослідженням фізичних властивостей 

напівпровідникових матеріалів. З 1995 по 1998 р. навчався в аспірантурі при 

кафедрі фізики твердого тіла Волинського державного університету імені Лесі 

Українки. 

В 1999 р. захистив дисертацію у Волинському державному університеті 

імені Лесі Українки й одержав науковий ступінь кандидата фізико-

математичних наук в області фізики напівпровідників і діелектриків. 

З 1998 працював старшим викладачем кафедри прикладної математики, з 

липня 2001 р. – кафедри фізики твердого тіла, а з червня 2002 р. працював на 

посаді доцента однойменної кафедри, де займався дослідженнями кінетичних і 

п’єзоелектричних ефектів в елементарних і бінарних напівпровідниках (спільно 

з Луцьким технічним університетом), напрямок наукових досліджень – 

нелінійні вольт-амперні характеристики, плазмові нестійкості.    

Виконував обов’язки члена (2002-2004 рр.) та голови (2008-2010 рр.) 

предметної комісії з «Фізики». 

У 2005-2008 рр. –  докторант (очної форми навчання) кафедри фізики 

твердого тіла ВНУ імені Лесі Українки. 2008-2012 рр. – доцент кафедри фізики 

твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій (реорганізація 

кафедри фізики твердого тіла 2011 р.) Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 

З 2012-2015 рр. – декан фізичного факультету Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 
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З 01.09.2015 р. по сьогодні – професор, завідувач кафедри 

експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій. 

Брав участь в роботі Малої академії наук і в інших науково-педагогічних 

заходах пов’язаних з підвищенням ефективності навчального процесу в школі і 

виявленню найбільш обдарованої учнівської молоді – член журі обласних 

конкурсів-захистів наукових робіт, турнірів юних фізиків, турнірів юних 

винахідників та раціоналізаторів, Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін. Член оргкомітету Міжнародної наукової конференції «Релаксаційні, 

нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали». 

Член Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка (НТШ). 

Член оргкомітету 

 Міжнародної наукової конференції «Релаксаційні, нелінійні й 

акустооптичні процеси та матеріали, РНАОПМ», 2004, 2006, 2008, 2010, 

2012 рр.; 

 Всеукраїнського семінару з теоретичної та математичної фізики 

ТМФ′2009, до 80-річчя професора А. В. Свідзинського; 

 Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий парк та 

інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та 

науки», 2013 р. 

Заступник голови оргкомітету 

 Всеукраїнського семінару з теоретичної та математичної фізики 

ТМФ′2014, до 85-річчя професора А. В. Свідзинського; 

 Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми 

фундаментальних наук, АПФН′2015». 

Голова оргкомітету 

 Міжнародної наукової конференції «Релаксаційні, нелінійні й 

акустооптичні процеси та матеріали, РНАОПМ», 2014 р.; 

 Міжнародної інтернет-конференції молодих учених та студентів 

«Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень», 

2015 р. 
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У співпраці з іншими членами кафедри є укладачем видань «Фізика: 

тестові завдання для вступників», навчальних та навчально-методичних видань 

з дисциплін навчального плану підготовки фахівців спеціальностей «Фізика», 

«Прикладна фізика», «Хімія», «Біологія». Автор понад 150 наукових статей. 

Досвідчений користувач: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, 

Outlook), навички роботи з Інтернетом (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) 

і електронною поштою (Outlook Express), графічними редакторами (Photoshop, 

CorelDRAW, Origin). Знання операційних систем Windows і Linux. 

Перелік навчальних дисциплін, які викладає: 

Для студентів ОКР «Бакалавр»: 

 «Основи метрології», 

 «Загальна фізика (фізика атома)», 

 «Основи метрології та фізичних вимірювань», 

 «Фізика напівпровідників і діелектриків», 

 «Прикладна механіка», 

 «Радіаційна фізика твердого тіла», 

Керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт. 

Нагороди / почесні звання 

 Подяка Міністерства освіти і науки України, 2015 р. 

 Подяка Національного центру «Мала академія наук України» 

(Н № 215 від 13.11.2012 р.) 

 Грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації 

(Н № 40-к від 06.05.2010 р.) 

 Подяка Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації 

(Н № 143 від 05.03.2012 р.); (Н № 97 від 27.02.2014 р.) 

 Грамота Волинської обласної державної адміністрації Управління 

освіти і науки 

(Н № 68-к від 08.05.2014 р.) 

 Грамота ректора Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки, 2013 р. 
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 Подяка ректора Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки, 2015 р. 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

ПРОФЕСОРА С. А. ФЕДОСОВА  

Дисертації та автореферати дисертацій 

1999 

1. Федосов С. А. Вплив структурних дефектів радіаційного походження на 

фотоелектричні властивості антимоніду і сульфіду кадмію : автореф. дис. 

... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федосов Сергій Анатолійович ; Волин. 

держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 19 с. 

2. Федосов С. А. Вплив структурних дефектів радіаційного походження на 

фотоелектричні властивості антимоніду і сульфіду кадмію : дис. ... канд. 

фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федосов Сергій Анатолійович ; Волин. держ. 

ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 148 арк. 

2013 

3. Федосов С. А. Властивості багатодолинних напівпровідників зі 

структурними дефектами технологічного і радіаційного походження : 

автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федосов Сергій 

Анатолійович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – 

40 с. 

4. Федосов С. А. Властивості багатодолинних напівпровідників зі 

структурними дефектами технологічного і радіаційного походження : 

дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федосов Сергій Анатолійович ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – 388 арк. 

 



11 

Навчально-методичні видання, практикуми, задачі 

2002 

5. Операційна система Windows 98 та менеджер файлів Windows 

Commander : метод. рек. для лаборатор. робіт з курсу «Інформатика та 

комп’ютерна техніка». – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 

2002. – 56 с. 

Співавт.: Я. М. Мамчич. 

2003 

6. Фізика : тестові завдання для вступників. – [4-те вид.]. – Луцьк : РВВ 

«Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2003. – 135 с. 

Співавт.: М. С. Богданюк, В. В. Божко, О. М. Бірук, В. П. Доскоч, 

О. С. Мартинюк, Г. П. Шаварова. 

2004 

7. Операційна система Windows 2000 та менеджер файлів Total Commander : 

метод. рек. для лаборатор. робіт з курсу «Інформатика та комп’ютерна 

техніка». – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2004. – 62 с. 

Співавт.: Я. М. Мамчич. 

2005 

8. Механіка : метод. рек. для проведення лаборатор. занять зі студентами 

хім. спец. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа» 

ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. – 58 с. : іл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 52. 

Співавт.: А. Г. Кевшин, Г. П. Шаварова. 

9. Операційна система Windows 2000 та менеджер файлів Total Commander : 

метод. рек. для лаборатор. робіт з курсу «Інформатика та комп’ютерна 

техніка» / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа» 

ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. – 68 с. : рис. – Бібліогр.: с. 66. 

Співавт.: Я. М. Мамчич. 

2006 

10. Електрика : метод. рек. для лаборатор. робіт студентам нефіз. спец. 

вищих навч. закл. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ 

«Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. – 120 с. : рис., табл. 
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Співавт.: Г. П. Кобель, В. В. Галян, А. Г. Кевшин. 

2007 

11. Фізика : тестові завдання для вступників / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 

Українки. – [5-те вид.]. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 

2007. – 148 с. 

Співавт.: М. С. Богданюк, В. В. Божко, О. М. Бірук, В. П. Доскоч, 

О. С. Мартинюк, В. П. Муляр, Г. П. Шаварова. 

2010 

12. Оптика : метод. рек. для лаборатор. робіт з курсу фізики студентам нефіз. 

спец. вищ. навч. закл. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Фіз. ф-т. – 

Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2010. – 102 с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: с. 99-100. 

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян, А. П. Третяк. 

2011 

13. Загальна фізика. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка : метод. 

вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму 

підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» денної та заочної форм 

навчання. – Луцьк : ЛБІ МНТУ, 2011. – 62 с. 

14. Основні вимоги до структури та оформлення курсових робіт : метод. 

вказівки для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні 

апарати» денної та заочної форм навчання. – Луцьк : ЛБІ МНТУ, 2011. – 

15 с. 

2013 

15. Фізика : метод. рек. до лаборатор. робіт з фізики для студентів спец. 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування». – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 88 с. 

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян. 

2014 

16. Фізика : метод. рек. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 88 с. 

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян. 
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17. Фізика : метод. вказівки і контрольні завдання для студентів нефіз. спец. 

заочної форми навч. – Луцьк : Іванюк В. П., 2014. – 60 с. 

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян. 

18. Фізика. Ч. 1 : метод. рек. до лаборатор. робіт з фізики студентам спец. 

«Біологія» СНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Іванюк В. П., 2014. – 56 с. 

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян. 

19. Фізика. Ч. 2 : метод. рек. до лаборатор. робіт з фізики студентам спец. 

«Біологія» СНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Іванюк В. П., 2014. – 64 с. 

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян. 

2015 

20. Основи метрології : Похибки вимірювань. Обробка результатів 

вимірювань : метод. рек. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 44 с. 

Співавт.: А. Г. Кевшин, П. П. Шигорін. 

21. Основи метрології. Ч. 1. Фізичні величини та одиниці їх вимірювання. 

Види, методи та засоби вимірювань : навч. посіб. – Луцьк : Вежа-Друк, 

2015. – 48 с.  

Співавт.: А. Г. Кевшин, П. П. Шигорін. 

22. Фізика : метод. вказівки. – Луцьк : Іванюк В. П., 2015. – 56 с. 

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян. 

2016 

23. Радіотехнічні кола та сигнали : курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 

Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 100 с. 

Співавт.: О. В. Новосад. 

24. Фізика напівпровідників. У 3 ч. Ч. 2. Концентрація носіїв при тепловій 

рівновазі. Явища перенесення носіїв : курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 60 с. 

Співавт.: О. В. Замуруєва,  Д. А. Захарчук. 

25. Фізика напівпровідників. У 3 ч. Ч. 3. Фононні, оптичні та теплові 

властивості. Гетеропереходи та наноструктури. Основні рівняння та 

приклади : курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 

Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 39 с. 
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Співавт.: О. В. Замуруєва, Ю. В. Коваль. 

26. Фізика твердого тіла : практикум / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 49 с. 

Співавт.: А. П. Третяк, В. В. Галян, А. М. Коровицький. 

2017 

27. Технічна механіка : практикум / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 

– Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 80 с. 

Співавт.: О. В. Новосад, М. С. Богданюк. 

28. Фотонні пристрої та сенсори. Ч. 1. Світлодіоди : курс лекцій / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 

42 с. 

Співавт.: О. В. Замуруєва, Д. А. Захарчук, А. М. Коровицький.  

2018 

29. Асистентська практика : програма виробничої практики / Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. експериментальної фізики та 

інформаційно-вимірювальних технологій. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 5 

с. 

30. Електрика і магнетизм : метод. рек. до лаборатор. робіт / Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 100 с.  

Співавт.: О. В. Новосад, В. В. Божко. 

31. Магістерський семінар : програма норматив. навч. дисципліни / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. експериментальної фізики 

та інформаційно-вимірювал. технологій. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 5 с. 

32. Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці : курс лекцій / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 

100 с. 

Співавт.: О. В. Новосад. 

33. Педагогічна практика у ВНЗ : програма виробничої практики / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. експериментальної фізики 

та інформаційно-вимірювал. технологій. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 5 с. 

Співавт.: Н. А. Головіна. 
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34. Педагогічна практика у СНЗ : програма виробничої практики / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. експериментальної фізики 

та інформаційно-вимірювал. технологій. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 6 с. 

Співавт.: Н. А. Головіна. 

35. Переддипломна практика : програма виробн. практики / Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. експериментальної фізики та 

інформаційно-вимірювал. технологій. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 5 с. 

36. Практика на виробництві : програма виробничої практики / Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. експериментальної фізики та 

інформаційно-вимірювал. технологій. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 5 с. 

Співавт.: Г. П. Шаварова. 

37. Фізика напівпровідників. У 3 ч. Ч. 1. Кристалічна структура. Енергетичні 

зони та енергетична щілина : курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 45 с. 

Співавт.: В. Є. Сахнюк, В. В. Галян, А. М. Коровицький.  

38. Фотонні пристрої та сенсори. Ч. 3. Фотодетектори : курс лекцій / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 58 

с. 

Співавт.: О. В. Замуруєва, П. П. Шигорін, Ю. В. Коваль.  

39. Фотонні пристрої та сенсори. Ч. 4. Сонячні елементи : курс лекцій / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 39 

с. 

Співавт.: О. В. Замуруєва, Д. А. Захарчук, В. В. Галян. 

40. Фотопровідність у напівпровідниках : навч. посіб. / Східноєвроп. нац. ун-

т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 110 с.  

Співавт.: Г. Л. Мирончук, І. В. Кітик, А. М. Коровицький, А. Г. Кевшин. 

2019 

41. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв. Ч. 1. p-n переходи : 

курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-

Друк, 2019. – 84 с. 

Співавт.: О. В. Замуруєва, Д. А. Захарчук, А. Г. Кевшин, О. В. Новосад.  
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42. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв. Ч. 2. Контакти 

метал-напівпровідник : курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 92 с. 

Співавт.: О. В. Замуруєва, В. Є. Сахнюк, О. В. Новосад, А. М. Коровицький.  

2020 

43. Електричні машини : конспект лекцій / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 62 с. 

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян. 

44. Електроніка : задачі / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : 

Вежа-Друк, 2020. – 48 с. 

Співавт.: А. Г. Кевшин, О. В. Новосад. 

45. Електроніка : метод. рек. до лаборатор. робіт / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 87 с. 

Співавт.: О. В. Новосад, В. В. Божко, А. Г. Кевшин. 

46. Електротехніка. У 2 ч. Ч. 1. Кола постійного струму. Лінійні кола 

змінного струму. Трифазні кола електричного струму : задачі / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 39 

с. 

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян. 

47. Електротехніка. У 2 ч. Ч. 2. Трансформатори. Комплексний метод 

розрахунку електричних кіл синусоїдного струму : задачі / Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 33 с. 

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян. 

48. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 

136 с. 

Співавт.: Ж. О. Кормош, С. В. Супрунович, О. В. Замуруєва. 

49. Практикум з математичного аналізу: кратні та криволінійні інтеграли / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 

42 с. 

Співавт.: В. Є. Сахнюк, А. М. Шутовський. 
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50. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв : задачі / 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 

32 с.  

Співавт.: О. В. Замуруєва, В. Є. Сахнюк, Д. А. Захарчук, А. Г. Кевшин, 

О. В. Новосад.  

51. Фізика : задачі / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 

2020. – 68 с. 

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян. 

52. Фізика : метод. рек. до лаборатор. робіт / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 63 с. 

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян. 

53. Фізика напівпровідників : задачі / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 24 с. 

Співавт.: О. В. Замуруєва, В. Є. Сахнюк, Д. А. Захарчук, Ю. В. Коваль.  

2021 

54. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв : навч. посіб. / 

Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – 88 с.  

Співавт.: О. В. Замуруєва, О. Ю. Хижун, В. Є. Сахнюк. 
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Статті у продовжуваних, періодичних та неперіодичних виданнях 

1994 

55. Вплив радіаційних дефектів на деякі електричні і оптичні властивості 

монокристалів антимоніду кадмію // Наукові нотатки. Серія фізико-

математичних наук : міжвуз. зб. / Луцький індустр. ун-т. – Луцьк, 1994. – 

№ 2. – С. 70–81. 

Співавт.: Г. Є. Давидюк, В. В. Божко, В. П. Доскоч, М. С. Богданюк, 

З. В. Панкевич. 

56. Температурно-електрична нестійкість в монокристалах CdSb, 

опромінених швидкими нейтронами // Наукові нотатки. Серія фізико-

математичних наук : міжвуз. зб. / Луцький індустр. ун-т. – Луцьк, 1994. – 

№ 2. – С. 91–92. 

Співавт.: В. П. Доскоч, М. С. Богданюк, В. В. Божко, Г. Є. Давидюк. 

1996 

57. Влияние радиационных дефектов на некоторые электрические и 

оптические свойства монокристаллов антимонида кадмия = Effect of 

Radiation-induced Defects on the Electrical and Optical Properties of 

Cadmium Antimonide Single Crystals // Неорганические материалы : журн. 

Рос. акад. наук / Отд-ние химии и наук о материалах РАН ; гл. ред. 

К. А. Солнцев. – М., 1996. – Т. 32, № 11. – С. 1166–1170. 

Соавт.: Г. Е. Давидюк, В. В. Божко, А. И. Раренко, В. П. Доскоч, 

Н. С. Богданюк. 

1997 

58. Фотопровідність опромінених електронами монокристалів сульфіду 

кадмію, легованих міддю // Наук. вісн. ВДУ / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 

Українки ; голов. ред. І. Д. Олексеюк. – Луцьк, 1997. – № 4 : Фізичні, 

хімічні, математичні науки, інформатика. – С. 8-13. 

Співавт.: В. Божко, В. Галян, В. Троцюк. 

1998 

59. Особенности фотопроводимости облученных быстрыми электронами с 

Е=1,2 MэB монокристаллов сульфида кадмия, легированных медью // 
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Фотоэлектроника = Photoelectronics : межведомств. науч. сб. / Одес. гос. 

ун-т им. И. И. Мечникова ; редкол.: В. А. Сминтина (ред.) [и др.]. – 

Одесса, 1998. – Вып. 7. – С. 29–30. 

Соавт.: Г. Е. Давидюк, В. В. Божко. 

60. Природа і відпал центрів швидкої рекомбінації в опромінених 

електронами з енергією Е=1,2 MeB монокристалах сульфіду кадмію // 

Наук. вісн. ВДУ / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. ред. 

І. Д. Олексеюк. – Луцьк, 1998. – № 6 : Фізичні, хімічні, математичні 

науки. – С. 31-36. 

Співавт.: Г. Є. Давидюк, В. П. Доскоч, Г. П. Шаварова, В. А. Войтович. 

61. Утворення швидких центрів рекомбінації при електронному опроміненні 

спеціально нелегованих і легованих міддю монокристалів сульфіду 

кадмію // Наук. вісн. ВДУ / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. 

ред. І. Д. Олексеюк. – Луцьк, 1998. – № 6 : Фізичні, хімічні, математичні 

науки. – С. 25-31. 

Співавт.: Г. Є. Давидюк, М. С. Богданюк, Г. П. Шаварова, В. А. Войтович. 

1999 

62. Відпал дефектів в нейтронно опромінених монокристалах Cd Sb // Наук. 

вісн. ВДУ / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. ред. 

Г. Є. Давидюк. – Луцьк, 1999. – № 14 : Фізичні науки. – С. 56-61.  

Співавт.: Г. Є. Давидюк, В. П. Доскоч. 

2001 

63. Вплив радіаційних дефектів на провідність n-Ge при одновісній пружній 

деформації // Фізичний збірник / Наук. т-во ім. Шевченка ; відп. ред. 

Я. Довгий [та ін.]. – Львів, 2001. – Т. 4 : На пошану Олександра Смакули. 

– С. 129–134. 

Співавт.: А. Федосов, М. Хвищун, Л. Ящинський. 

64. Особливості п’єзоопору германію в області власної провідності // Наук. 

вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 

Українки ; [редкол.: Г. Є. Давидюк та ін.]. – Луцьк, 2001. – № 7 : Фізичні 

науки. – С. 26–30. 
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